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主要内容
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半导体存储器是一种能够储存大量二值信息的
电子器件，在存储功能上分为只读存储器（ROM）
和随机存储器（RAM）。

半导体存储器简介

一.传统只读存储器的类型与简介



2017/1/5

3

1.只读存储器的分类

掩膜ROM

可编程的ROM

可编程可擦除的ROM
光可擦除的ROM

电信号可擦除的ROM

2.只读存储器（ROM）的基本结构

ROM的结构包括存储

矩阵，地址译码器与输
出电路组成，其中存储
矩阵中的元件的类型决
定了只读存储器的类型
（二极管

双极型三极管

MOS管）。在存储矩阵中改变电子元
件的分布就可以将不同的地址
译码器中的最小项以与的形式
输出。
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3.掩膜存储器，紫外线，电信号擦除的存储器

二.用霍尔效应改进后的ROM的简介
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1.改进后的掩膜存储器

←金属层
←二氧化硅层

←PN结

←二氧化硅层
←金属层

∙P中的多子空穴下移 ∙少子电子上移

∙二氧化硅层击穿→空穴流向金属层→PN结断开

类趋肤效应

• 如果我们要控制二极管导通，则要控制磁场在一
个合适的范围内，此时多子集中在PN结边缘，产
生类趋肤效应。

解决方法？？
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2.改进后的可擦除存储器

←使浮置栅带
上负电的
示意图

←左图：浮置
栅带负电
右图：浮
置栅负电
流走。

改进后的擦除存
储器有两种使浮
置栅带上负电的
方法 :

预导通法

改进后的擦除
存储器优点1：

很好的解决了
多次使用氧化
层损坏的问题

改进后的擦除
存储器优点2：

使得擦除原存
储信息的时间
大大缩短

• 可以在浮置栅加一个
电场产生电流

• 电压源的内置

• 外置开关控制

擦除信号时的电流形成
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三.改进后ROM所需的B与电流I的大小
的关系的计算

霍尔效应公式

• 霍尔效应是磁电效应的一种，这一现象是美国
物理学家霍尔(A.H.Hall，1855‐1938)于1879年在
研究金属的导电机构时发现的。当电流垂直于
外磁场通过导体时，在导体的垂直于磁场和电
流方向的两个端面之间会出现电势差，这一现
象便是霍尔效应。

• 霍尔效应公式：
• UH=RH*IC*B/d(1)，
式中RH称为霍尔系数
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1.所需的B的值的计算

• 则PN长度A的均值为
0.46cm，B的均值为
0.0925cm，此处将ab都近
似成B的值。

• 二氧化硅的击穿强度为3
．3MV/CM，则 300nm的二
氧化硅需要100V的击穿电
压。

• 霍尔系数约为4.68*10的-
3次方。

• 由公式UH=RH/d*I*B 可得
IB=4.25*10的-4次方。正
常工作时的二极管导通电
流约为20mA，则所需加的
电压为0.02T。

2.计算上的几个问题

• 1.封装尺寸与按比例封装

• 2.PN结的掺杂浓度对霍尔系数的影响

• 3.半导体物理中PN结的模型
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四，走向应用亟待解决的问题

• 空间问题 1.磁场屏蔽

2.磁场的产生

3.导通沟道的缩短与磁场范围
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